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摘 要

本實驗將改變不同的濺射功率，將ITO薄膜沉積在p-GaN的基板上。實驗發現，隨著濺射功率的增加，根據AES縱深分析

，p-GaN的表面所產生的氮空缺(Nitrogen vacancy)將隨著濺射功率的增加而變多。氮空缺(Nitrogen vacancy)的產生造成表面

的電子濃度增加，電子將會和p-GaN材料中的電洞因為補償效應(Compensation effect)的影響使得ITO和p-GaN的接觸電阻值

變大，最終使得表面反轉成N型，因此I-V曲線將由準歐姆(Quasi-Ohmic)曲線逐漸變成類似二極體的曲線。C-V量測也可以

證明，在低的濺射功率下沒有造成表面反轉的現象，因此沒有電容值，當隨著濺射功率的增加，表面將有反轉層的產生，

電容值將隨著濺射功率的增加而變低。 接著利用快速熱退火系統(Rapid thermal annealing ；RTA)，分別在600℃、700℃

及800℃氮氣環境下(20sccm)做退火處理。實驗發現當溫度上升至800℃時，元件的I-V曲線將會逐漸由二極體的曲線逐漸變

成準歐姆(Quasi-Ohmic)曲線。說明當溫度上升至800℃時可以有效的填補氮空缺(Nitrogen vacancy)，使元件可以逐漸被修復

至原來的I-V特性。
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